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Machining characteristics of pulse electrochemical machining (ECM) were investigated using numerical analysis. The Current 
distribution of pulse ECM was analyzed considering the impedance of the power supply circuit. Analytical results showed that since 
the inductance decreased the current flowing through the machining gap when pulse voltage was applied, the longer pulse duration 
of pulse power supply was necessary to charge the electric double layer. In addition, since the current became larger when the 
machining area became large, the current built up slowly due to the inductance. As a result, the longer pulse d uration of pulse power 






































とができる．ここで，i は充電電流 icとファラデー電流 ifの和で
あり，以下の式で表される． 
i = ic + if    (1) 
また，ファラデー電流はターフェルの式より以下のようにな
る 6)． 
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 I = ∫ i ds  (4) 
次に，電解加工電源の回路モデルを図 2 に示す．本回路では，
加工電源からパルス電圧 E が印加され，電源から流れる電流 I
が抵抗 R と回路配線のインダクタンス Lを通って流れる．この
回路において，ある時間における工具と工作物の電位差を Vwと
すると，回路方程式は以下のように表せる． 
 E = RI + L
dI
dt
 + Vw             (5) 
 ある時間において Vw を仮定すれば，式(1)から式(3)を計算す
ることができ，式(4)から回路を流れる電流 Iが求められる．こ















































インダクタンスL 1μH, 2μH, 20μH
極間距離 5μm
電極直径 20μm, 40μm, 400μm
電解液 HCl 0.1M (0.36wt%)
電気二重層 10μF/cm2
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 3.2 インダクタンスがファラデー電流に与える影響  
 加工回路のインダクタンスを 1μH，20μH と変化させ，加工電
流に与える影響を調査した．図 4 に工作物面上でのファラデー
電流密度の時間変化を示す．また，図 5 に電極中央部付近（r = 
5μm）と工具外周から 5μm 離れた位置（r = 25μm）でのファラ




















た，図 8 に電極中央部付近（r = 5μm）と，各電極直径で工具外
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1μH, r = 5μm (中央部) 
1μH, r = 25μm (端部)
20μH, r = 25μm (端部)
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